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【はじめに】強誘電体の帯電ドメインウォール (Charged 

Domain Wall : CDW)では、分極電荷が疑似ドーパントとして

働くことから、導電率が変化することが報告されている 1)。

この現象を利用することで、強誘電体のナノスイッチングデ

バイスへの応用が考えられる。このような CDWを用いたデ

バイスを集積化するためには、任意の位置に CDWを形成す

る技術が必要である。我々は、SrTiO3(STO)(001)傾斜基板表

面に、基板の傾斜と対向するような斜面のパターンを作製し、

その上に BiFeO3(BFO)を作製することで、斜面の境界部に

CDW を形成することに成功している 2)。本研究では、傾斜

基板に比べてCDWの帯電量を多くする為に無傾斜基板を用

いることによって、CDW の形成を試みたのでこれを報告す

る。 

【実験方法】(001)面の無傾斜 STO 基板表面に、電子線リソ

グラフィと Arイオンビームエッチングにより Fig. 1 に示す

ようなパターンを作製した。その上に、RF マグネトロンス

パッタ法により下部電極として SrRuO3(SRO)を 30 nm、次い

で BFO 薄膜を 100 nm作製した。その後、Piezoresponse Force 

Microscopy(PFM)によりBFO薄膜のドメイン構造の評価を行

った。 

【結果】Fig. 2に示す Scanning Electron Microscope(SEM) 像よ

り、STO基板表面に Fig. 1 と同様な形状が作製できたことが

分かった。Fig. 3(a)および (b) に、ドットパターン上に作製

した BFO 薄膜の面内 PFM 像を示す。Fig. 3(b)は Fig. 3(a)に対

して 45°サンプルを回転して測定した像である。Fig. 3(a) の

PFM像から、像の上部における分極の面内成分が画像の上方

向を向いており、パターン下部においては分極の面内方向が

反転していることがわかる。さらに、Fig. 3(b) の PFM 像か

ら、パターン上部の一部の分極が画像の上部方向を向いてお

り、パターン下部の一部においては分極の面内方向が反転し

ていることがわかる。以上のことから、ドットパターン上に

4 つの異なる分極方向を持った分域が形成されている事がわ

かる。これらの領域の境界面において 71°帯電分域壁が形成

されていると考えられる。 
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Fig. 3 Lateral PFM images of BFO 

thin film on the patterned 

SrTiO3(001) substrate (a) before and 
(b) after 45°in-plane rotation. 

Fig. 1 Schematic diagram of 
patterned SrTiO3(001) substrate. 

Fig. 2 SEM image of patterned 
SrTiO3(001) surface.  
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